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(54) VAKUMMDICHTES GEHAUSESYSTEM FUR ZWEIPOLIGE BAUELEMENTE UND VERFAHREN ZU
DESSEN HERSTELLUNG

(57) Vakuumdichtes Gehiuse (100) zum Einbau von zwei-
poligen Bauelementen, bestehend aus einem zweilagigen
Geh&useboden (101), der sich aus einem metallischen
Grundkérper (102) und einer Isolationsschicht (103)
zusammensetzt, wobei auf der Isolationsschicht (103) des
Geh&usebodens, ein Metallisierungsring (106) und ein
erstes Kontakifeld (105), das elektrisch leitend mit dem
Metallisierungsring (106) verbunden ist und ein zweites
Kontaktfeld (105"), das elektrisch leitend mit dem metalli-
schen Grundkérper (102) des Gehé&usebodens verbunden
ist, angeordnet sind. Weiters sind ein erster AnschluRstift
(109) auf dem metallischen Grundkoérper (102) des Gehéu-
sebodens befestigt, eine Gehausekappe (107) mit dem
Metallisierungsring (106) des Geh&dusebodens durch eine
Lot- oder SchweiRverbindung verbunden, wobei auf deren
AuBenmantel ein zweiter Anschlu3stift (110) befestigt ist.

Fig. 1
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Die Erfindung bezieht sich auf die Herstellung eines vakuumdichten Gehauses fur zweipolige
Bauelemente gemaR Ausfuhrung nach Anspruch 1 und Verfahren nach Anspruch 11.

Aufgrund seiner hohen mechanischen Festigkeit, seiner einfachen und kostengunstigen Her-
stellbarkeit entspricht es insbesondere den Erfordernissen fur Airbagziinder-Gehéause. Als Zund-
elemente fur Airbagsysteme finden Widerstandsdrahte, Schichtwiderstande (realisiert in Dunn-
oder Dickschichttechnik) sowie auf Halbleiterchips hergestelite Widerstandsbahnen Anwendung.

Derzeit werden Airbagzundelemente in modifizierten TO-Gehausen mit Glasdurchflhrungen
gekapselt bzw. in anderen aufwendig herstellbaren Gehéusen eingebaut. Um ein ungewolltes Zun-
den des Ziindsatzes, ausgeltst durch elektrostatische Entladung, zu vermeiden, mui sichergestelit
werden, dal einer der Zundelementeanschlusse elektrisch mit der metallischen Gehausekappe
verbunden ist.

Die WO 96/24024 A1 weist auf eine Ausfiihrungsform des Gehauses hin, bei der ein Halblei-
terzinder auf einen Keramikgehduseboden montiert wird. Die AnschluRstifte sind als Metall-
Glasdurchfuhrungen im Gehauseboden fixiert. Die Verbindung zwischen den Kontaktflachen auf
dem Halbleiterzinder und den Anschlustiften wird iber Drahtbriicken hergestellt. Es wird in der
Patentschrift kritisch vermerkt, daR der Keramikgehauseboden bruchgefahrdet ist, wenn der Zund-
satz eingebracht bzw. verpref3t wird. Die vakuumdichten Metall-Glasdurchfiihrungen stellen einen
bedeutenden Kostenfaktor dar. Dariiber hinaus ist keine elektrische Verbindung zwischen einem
der beiden Anschliisse und dem Gehause gegeben. In einer anderen Ausfuhrung wird ein Metall-
TO-Gehause verwendet, das von einem Metallgehauseboden und einer metallischen Gehause-
kappe gebildet wird. Ein AnschluBstift ist in einer Metall-Glasdurchfuhrung vom Gehauseboden
elektrisch isoliert, wahrend der zweite auf der Unterseite des Gehausebodens befestigt ist. Wird
nun ein Anschiu® des Halbleiterztindelements mit dem Geh&useboden tber ein Drahtbriicke ver-
bunden, so ist dieser zugleich auch mit der Gehéusekappe elektrisch verbunden. Der zweite An-
schiuR des Zandelements ist mit dem elektrisch isoliert ausgefithrten AnschluRRstift ber eine weite-
re Drahtbricke kontaktiert. Die Glasdurchfiihrung im Gehauseboden des TO-Gehguses stelit eine
teure Ausfuhrungsvariante dar.

Die US 5,798.476 A beschreibt die simultane Montage und Kontaktierung eines Dinnschicht-
ziindelements auf einem metallischen Gehauseboden. Auch in dieser Ausfuhrung ist ein AnschluB-
stift in einer Glasdurchfuhrung im Metaligeh&useboden fixiert. Der zweite AnschluBstift ragt als
Zapfen aus dem Gehauseboden heraus. In einem Arbeitsgang werden die Glasdurchfuhrung fir
den AnschluRstift hergestellt, das Substrat mit dem Dunnschichtztindelement mit dem Gehausebo-
den mit einem Glaslot sowie die Kontaktflachen des Zundelements durch Hartléten mit den beiden
AnschluBstiften verbunden. Die Herstellung und die Montage des Zundelements sind aufwendig.

In der US 5,113,764 A werden vier modifizierte Ausfuhrungsformen von Metaligehdusen be-
schrieben, wobei der Gehauseboden von der Gehausekappe durch Kunststoffeinlagen elektrisch
isoliert ist. Bei samtlichen Ausfilhrungen wird ein AnschluR des Halbleiterziindelementes mit dem
Gehauseboden, der andere mit dem Mantel der Gehausekappe tiber Zungen und Stege, die in das
Gehauseinnere hineinragen, verbunden. Durch den Einbau der Stege bzw. Zungen in das Gehau-
se ist die Herstellung dieser Gehauseausfuhrung mit hohem Aufwand verbunden.

Aufgabe der Erfindung ist es, den Aufbau und ein Verfahren fur die Herstellung eines vakuum-
dichten Gehauses fur zweipolige Bauelemente anzugeben, wobei ein Anschlufy des Bauelements
mit der Gehausekappe und einem AnschluBstift des Gehsuses elektrisch verbunden ist, wahrend
der zweite Bauelementeanschluf® vom ersten isoliert Uber den Gehauseboden mit dem zweiten
AnschluBstift des Gehauses elektrisch verbunden ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaR durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1
bzw. durch das Verfahren nach Anspruch 11 gelést. Dabei wird der Gehduseboden von einem
kreisformigen Stahiplattchen, auf das als elektrisch isolierende Zwischenschicht eine nicht durch-
gehende Glaskeramikbeschichtung aufgebracht ist, gebildet. Letztere besteht aus SiO, BaO,
Al,O; und einer anorganischen Farbstoffverbindung, wie sie beispielsweise als Pastensystem zur
Beschichtung von ferritischen Stahlen unter der Bezeichnung IP 222 SL bei der W.C. Heraeus
GmbH, Hanau DE oder ESL 4914 bei ESL Agmet Ltd., Reading GB erhaltlich ist, wahrend das
Glaskeramiksystem ESL 4916 zur Beschichtung von austenitischen Stahlen ausgelegt ist. Wesent-
lich bei der Erfindung ist, daf eine elektrisch leitende Verbindung zwischen dem Stahlsubstrat und
einer Kontaktflache auf der Glaskeramikschicht tber eine Durchkontaktierungsmetallisierung her
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gestelit wird. In der Glaskeramikschicht, die im Siebdruckverfahren auf den Stahitrager aufgebracht
wird, befindet sich ein Durchkontaktierungsloch, das mit einer Leiterpaste, ebenfalis im Siebdruck-
verfahren, aufgefulit wird. Es liegt hiebei der Erfindung die Erkenntnis zugrunde, daf® hiefir ein
glasfrittefreies Au-Pastensystem, wie beispielsweise die Leiterpaste C 5754 der W.C. Heraeus
GmbH eingesetzt wird. Um einen niederohmigen Ubergangswiderstand zwischen Stahl und
Au-Metallisierung zu erhalten, missen die Glaskeramikbeschichtung und Au-Paste gemeinsam
gesintert werden. Wird hingegen zuvor die Glaskeramikbeschichtung alleine gesintert, so bildet
sich auf der von Dickschichtpaste unabgedeckten Stahloberfiache im Bereich des Durchkontaktie-
rungsloches eine Oxidschicht aus, so dal bei Aufbringen einer Au-Metallisierung kein niederohmi-
ger Ubergangswiderstand und/oder keine zuveriassige Haftung der Metallisierungsschicht auf dem
Stahl erzielt wird. Konventionelle PdAg-Pasten der Dickschichttechnik bzw. glashéltige Leiterpas-
ten sind fur Kontaktierungen auf Stahl ungeeignet, da sie keine niederohmigen Ubergangswider-
stande liefern. Selbst das PdAg-Pastensystem ESL D-9695 Steel, eine Leiterpaste, die zum
Kontaktieren bzw. zum Bedrucken von Stahl modifiziert worden ist, ist hiefur ungeeignet. Um eine
niederohmige Kontaktierung mit dem Stahl, sowie eine ausreichende Haftfestigkeit zu erzielen,
muR namiich diese Paste groRflachig verdruckt werden. Die Abmessungen der Kontaktflache auf
der Stahlplatte des Gehausebodens betragen hingegen lediglich ca. 200 pm x 200 um.

Danach werden Istbare Kontaktfelder als Anschlisse fir die Bauelemente mit einer konven-
tionellen Leiterpaste auf der Glaskeramikschicht ebenfails im Siebdruckverfahren aufgebracht,
wobei eines der Kontaktfelder die Au-Kontaktierung am Rand des Durchkontaktierungsloches
tiberlappt und das zweite in eine beispielsweise ringformige Metallisierungsflache konzentrisch
zum Rand des Stahipiattchens tibergeht.

Der Abstand zwischen den beiden Kontaktfeldern und die GroRe der Kontaktfelder sind auf die
GréRe des zweipoligen Bauelements, das in das Geh&use eingesetzt werden soll bzw. dessen
Anschlisse abgestimmt.

Nachfolgend wird eine metallische Gehausekappe unter Schutzgasatmosphare mit der ring-
formigen Metallisierungsfiache auf dem Stahl-Glaskeramik-Gehauseboden durch Léten oder
Schweiflen verbunden. Am Gehausemantel der Gehausekappe befindet sich ein gekrépft ausge-
fuhrter AnschiuBstift, der durch Loten oder Schweien mit diesem verbunden worden ist. Der zwei-
te Anschlufstift ist auf der Unterseite des Stahlplattchens angeldtet oder angeschweifit.

Fig. 1a und 1b zeigen den Grundri} und eine Querschnittansicht vom Aufbau des Gehauses
gemaR einem bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, bestlckt mit einem
zweipoligen SMD-Bauelement.

Fig. 2a und 2b zeigen den Grundri} und eine Querschnittansicht vom Aufbau des Gehauses
gemaR einem bevorzugten Ausfihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, bestlickt mit einem
Halbleiterchip-Bauelement.

Fig. 3a und 3b zeigen den Grundrif und eine Querschnittansicht vom Aufbau des Gehéuses
gemal einem weiteren bevorzugten Ausfihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, wobei das
Gehause mit einem Zindelement bestuckt und einem Zandsatz aufgefullt ist.

Das Gehause (100) umfalt einen Gehauseboden (101), der von einem mit einer Glaskeramik-
beschichtung (103) versehenen Stahiplattchen (102) gebildet wird, auf dem zwei Kontaktfelder
(105) und (105') angeordnet sind, wobei das zweite Kontakifeld (105') uber die Durchkontaktierung
(104) mit dem Stahlplattchen (102) elektrisch verbunden ist, wahrend das erste Kontaktfeld (105) in
eine ringformige Randmetallisierung (106) ubergeht. Das Gehause (100) umfalit weiters eine
Gehsusekappe (107), die Gber eine L6t- oder Schweillverbindung (108) mit dem Gehauseboden
(101) verbunden ist, wobei zwischen dem Kontaktfeld (105) und der Gehausekappe (107) Uber die
Randmetallisierung (106) und die Fugestelle (108) eine elektrisch leitende Verbindung hergestelit
wird. Am Gehause sind zwei voneinander elektrisch isolierte metallische AnschluBstifte (108) und
(110) angeordnet, wobei der AnschluBstift (109) auf die Unterseite des Stahliplattchens und der
zweite, gekropft ausgefuhrte AnschiuRstift (110) auf den Mantel der Geh&usekappe (107) geldtet,
geklebt oder geschweillt werden. Das Stahlplattchen (102) ist ein ferritischer oder austenitischer
Stahl beispielsweise des Typs 1.4404 oder 1.4301. Die konventionelle Dickschichttechnik wird
angewandt, um die Glaskeramikbeschichtung (103), Durchkontaktierungsmetallisierung (104),
Kontaktfelder (105) und (105"} sowie die Randmetallisierung (106) herzustellen, wobei handeis-
ubliche Pastensysteme der Hersteller HERAEUS, ESL oder DUPONT eingesetzt werden. Fur die
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Durchkontaktierungsmetallisierung (104) wird eine glasfrittefreie Au-Dickschichtleiterpaste, fur die

Kontaktfelder (105) und (105"} sowie die Randmetallisierung (106) werden |stfahige bzw. schweilt-

bare Dickschichtleiterpasten, deren leitfahige Phase beispielsweise aus einer PdAg-Legierung

besteht, eingesetzt. Es werden vorzugsweise Pasten verwendet, die bei einer Temperatur von
850°C gesintert werden kénnen.

Wesentlich bei der Erfindung ist, daR sich ein niedriger Ubergangswiderstand bei Kontaktie-
rung der Stahlplatte (102) mit einer glasfrittefreien Au-Dickschichtleiterpaste einstellt, wodurch es
erméglicht wird, eine elektrisch leitende Verbindung zwischen Stahiplatte (102) und dem Kontakt-
feld (105') Uber eine Durchkontaktierungsmetallisierung (104) herzustellen. Es sind hiebei folgende
ProzeRschritte einzuhalten:

+  Drucken der Glaskeramikpaste mittels Siebdruckverfahrens auf eine Stahiplatte.

«  Trocknen der aufgedruckten Paste bei 150 °C uber eine Zeitdauer von ca. 10 Minuten.

. Wiederholen der ersten beiden ProzeRschritte, bis eine Gesamtschichtdicke von ca. 80 ym
erzielt wird. Es sind hiefir etwa 3 Durchlaufe notwendig.

«  Drucken der glasfrittefreien Au-Paste Gber/in das Durchkontaktierungsioch.

Trocknen der aufgedruckten Paste bei 150 °C Uber eine Zeitdauer von ca. 10 Minuten.

»  Gemeinsames Sintern von Glaskeramikpaste und der glasfrittefreien Au-Paste bei 850 °C,
wobei sich eine Schichtdicke von ca. 45 um fur die Glaskeramikbeschichtung ergeben solite.
Nachfolgend werden die Kontaktfelder (105), (105') und die Randmetallisierung (106) mit einer

I5t- bzw. schweillbaren Dickschichtleiterpaste hergestelit. Es konnen hiefur PdAg-, PdAu- oder

PdAuPt-Pasten eingesetzt werden, wobei folgende Verfahrensschritte eingehalten werden sollten:

«  Drucken der Dickschichtleiterpaste mittels Siebdruckverfahrens auf die Glaskeramikbeschich-
tung.

«  Trocknen der aufgedruckien Paste bei 150 °C uber eine Zeitdauer von ca. 10 Minuten.

. Brennen der Paste in einem Durchlaufofen bei einer Spitzentemperatur von 850 °C.
AnschlieRend wird das zweipolige Bauelement (111) mit den AnschluBBkentakten A und B, das

in das Gehause montiert werden soll, auf die vorbeloteten Kontaktfelder (105) und (105') aufge-

setzt und nach Methoden der konventionellen SMD-Technik verldtet. Vorzugsweise werden hiefur

Lotpasten verwendet, die im Siebdruckverfahren oder mittels Dispenser aufgebracht werden kon-

nen. Es muR hiebei ein Lot verwendet werden, das einen hdheren Schmelzpunkt oder eine hohere

eutektische Temperatur besitzt, als jenes, das spater zum Verldten der Gehausekappe (107} mit
der Metallisierung (106) des Gehausebodens (101) eingesetzt wird. Um zu vermeiden, dal die
wahrend des Verlotens freiwerdenden FluBmittel- und Losungsmitteldampfe in das innere der

Gehausekappe entweichen, sich dort anreichern und zu einer Schadigung des Bauteils fihren

kénnen, wird das Lot nicht in Pastenform aufgebracht, sondern es werden zum Veriéten des

Gehauses 16sungs- und fluBmittelfreie Lotformteile verwendet, die zwischen Gehausekapperand

und Randmetallisierung (108) positioniert werden. Das Verléten des Gehéuses (1 00) muR in einem

Létofen unter reduzierender Schutzgasatmosphére erfolgen.

AnschlieRend werden auf die Unterseite des Gehausebodens, genauer auf das Stahiplattchen
(102), der Anschiufistift (109) und auf die AuRenwand der Gehausekappe (107) der gekrépfte
AnschluRstift (110) angeschweilt (Laser- oder Widerstandsschweilen).

Fig. 2 zeigt ein anderes Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung. Es kénnen auch andere Bauele-
mente (113), insbesondere Halbleiterchips, in das Gehause eingesetzt werden, deren Anschiisse
uber die Bonddrahte C und D mit den Kontaktfeldern (105) und (105') verbunden werden. Zus&tz-
lich wird hiebei ein weiteres Kontaktfeld (112) zwischen den beiden Kontaktfeldern (105) und (105')
mit PdAg- oder Au-Paste nach dem Verfahren der Dickschichttechnik aufgebracht, auf das das
Bauelement (113) durch Kieben oder Léten fixiert wird.

In einer weiteren Ausfuhrungsvariante, insbesondere wenn der Halbleiterchip mit Au-Bond-
drahten kontaktiert werden soll, kann fur die Herstellung der Kontaktfelder (105) und (105') anstelle
der PdAg-Paste eine glasfrittefreie Au-Paste verwendet werden, wodurch auf den separaten Druck
der Durchkontaktierungsmetallisierung (104) verzichtet werden kann. Es werden in einem Arbeits-
gang das Kontaktfeld (105) und gleichzeitig mit dem Kontaktfeld (105') die Durchkontaktierung zur
Stahlplatte im Siebdruckverfahren, sowie bei Bedarf, insbesondere wenn in das Gehé&use ein Halb-
leiterchip montiert werden soll, ein weiteres Kontaktfeld (112) hergestellt, auf das durch Kleben
oder Loten das Bauelement (113) fixiert wird. Nach dem Sintern der Au-Paste wird die PdAg-Paste
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zur Herstellung der Randmetallisierung (106) im Siebdruckverfahren aufgebracht, wobei der Uber-
gang zum Kontaktfeld (105) uberlappend ausgefihrt ist. Die Reihenfoige des Pastenauftrags und
der Uberlappung kann jedoch bei Bedarf variiert werden.

Ein weiterer Anwendungsbereich dieser Erfindung bezieht sich auf Airbag-Zindelemente. So
kann das in der WO 99/18586 A1 beschriebene Zindelement integriert auf dem Geh&useboden
hergestellt werden. Ebenso kénnen beispielsweise die in US 4,780,060 A, EP 697708 A1 oder
WO 96/24024 A1 beschriebenen Ausfithrungsformen von Ziindelementen in das Gehause (100)
eingebaut und mit den Kontaktfeldern (105) und (105") durch Bonden, Loten oder Kleben kontak-
tiert werden.

Fir die Airbag-Zindelemente muf die Ausflhrung der Gehausekappe (107) in Fig. 1 u.U. vari-
iert werden. Um ein sicheres Ausl6sen der Zundung sicherzustellen, muR ein inniger Kontakt zwi-
schen Zindsatz und Zindelement hergestellt werden. Geeignete Mainahmen beim Aufsetzen der
Gehausekappe bzw. durch entsprechend konstruktive MaRnahmen dienen dazu, daf} der Zundsatz
im Gehause gegen das Zindelement gepret wird bzw. ein konstanter Anprefdruck aufrechterhal-
ten wird. Ein in die Gehausekappe integriertes AnpreRsystem, wie in US 5, 732, 634 A1 beschrie-
ben, stellt eine geeignete Ausfiihrungsvariante dar. Eine bevorzugte Ausfuhrungsform der vorlie-
genden Erfindung fiir eine Gehausekappe wird nachfolgend unter Bezugnahme auf Fig. 3 néher
erlautert.

Die metallische Geh&usekappe (114) ist geteilt ausgefiihrt. Sie besteht aus einem zylinderfor-
migen Stutzen (115) aus einer Ni-Fe- oder einer Cu-Fe-Legierung und einem tiefgezogenen
Gehausedeckel (116) aus der gleichen Metallegierung wie der Stutzen, jedoch von geringerer
Wandstarke. Der Stutzen (115) wird mit dem Metallisierungsring (106) des Gehausebodens (101)
verlotet oder verschweitt. Der Stutzen (115) wird mit dem Zundsatz (117) aufgefiillt und anschlie-
Rend der Gehausedeckel (116) auf den Stutzen (115) aufgesetzt. Ein metallischer Stempel prefit
den Gehausedecke! (116) gegen den Zindsatz (117), wobei Lufteinschiisse entlang des federn-
den Saumes (118) des Gehausedeckels (116) entweichen kénnen. In der Folge wird der Zundsatz
(117) mit dem Zundelement (120) verpref3t. Sobald der vorgewdhite Soll-Druckwert des Stempels
erreicht ist, wird der Gehausedeckel (116) entlang seines Saumes (118) mit dem Stutzen (115)
laserverschweilt. Der Stempel sowie der dickwandige Stutzen (115) wirken wahrend des Schweil}-
vorgangs als Kithlkorper, die ein Erwarmen des Ziundsatzes (117) Gber seine Zundtemperatur ver-
hindern. Im gleichen Arbeitsgang kénnen der Anschiufstift (109) sowie der gekropft ausgefiihrte
AnschluBstift (119) an die Stahlplatte (102) und an den Stutzen (115) geschweillt werden. Das
Gehause kann noch zusétzlich, wie bei Airbag-Zindern blich, kunststoffumspritzt werden, wo-
durch der AnschluBstift (119) mechanisch abgestltzt wird und eine alifalige KurzschluBgefahr
zwischen AnschluBstift (119) und Stahlplatte (102) verringert wird.

PATENTANSPRUCHE:

1. Vakuumdichtes Gehause (100) zum Einbau von zweipoligen Bauelementen, bestehend
aus einem Gehauseboden mit einer daraufmontierten Gehausekappe und zwei Anschiuf-
stiften, dadurch gekennzeichnet, da es aus einem zweilagigen Gehauseboden (101)
besteht, der sich aus einem metallischen Grundkérper (102) und einer Isolationsschicht
(103) zusammensetzt, wobei ein Metallisierungsring (106) auf der tsolationsschicht (103)
des Gehausebodens angeordnet ist, ein erstes Kontaktfeld (105) auf der Isolationsschicht
(103), das elektrisch leitend mit dem Metallisierungsring (108) verbunden ist, ein zweites
Kontaktfeld (105') auf der Isolationsschicht (103), das elektrisch leitend mit dem metalli-
schen Grundkérper (102) des Gehausebodens verbunden ist, ein erster Anschlustift
(109), der auf dem metallischen Grundkérper (102) des Gehdusebodens befestigt ist, eine
Gehsusekappe (107), auf deren AuBenmantel ein zweiter Anschlufstift (110) befestigt ist
und die mit dem Metallisierungsring (106) des Gehausebodens durch eine Lot- oder
Schweifdverbindung verbunden ist.

2. Vakuumdichtes Gehause (100) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dall der
Gehauseboden (101) aus einem ferritischen oder austenitischen Stahl als als metallischer
Grundkaérper (102) und einer Glaskeramikbeschichtung als Isolationsschicht (103) besteht.
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Vakuumdichtes Gehause (100) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dal der
Metallisierungsring (106) aus einer Iot- oder schweilRbaren PdAg- oder PdAu-Dickschicht-
leiterbahnmetallisierung, die Kontaktfelder (105) und (105") aus einer bondbaren Au-Dick-
schichtleiterbahnmetallisierung bestehen.

Vakuumdichtes Gehause (100) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB® zwischen

den Kontaktfeldern (105) und (105') ein weiteres Kontaktfeld (112) angeordnet ist, das aus

einer l6t- oder klebbaren Au- oder PdAu-Dickschichtleiterbahnmetallisierung besteht und
auf das vorzugsweise ein ungehéuster Halbleiterchip montiert wird.

Vakuumdichtes Gehause (100) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daf der

Metallisierungsring (106) aus einer 16t- oder schweiRbaren, die Kontaktfelder (105) und

(105') aus einer i6tbaren PdAg- oder PdAu-Dickschichtleiterbahnmetallisierung bestehen.

Vakuumdichtes Gehause (100) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daf die

elektrisch leitfahige Verbindung zwischen 1. Lage (102) des Gehausebodens und dem

Kontaktfeld (105') auf der 2. Lage (103) des Gehausebodens aus einer Durchkontaktie-

rung (104) mit einer glasfrittefreien Au-Dickschichtleiterbahnmetaliisierung besteht.

Vakuumdichtes Gehause (100) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal die

Gehausekappe (114) aus einem dickwandigen Stutzen (115) und einem tiefgezogenen

Deckel (116) besteht, der entlang des Saumes (118) mit der Innenwand des Stutzens ver-

schweifdt ist.

Vakuumdichtes Gehause (100) nach Anspruch 1 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daf} die

Gehausekappe (107) bzw. (114) aus einer NiFe- oder CuFe-Legierung besteht.

Vakuumdichtes Gehause (100) nach Anspruch 1, 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dal

mindestens einer der AnschluRstifte (109) und (110) bzw. (119) gekropft ausgefihrt ist und

daR der AnschluRstift (109) mit der Stahiplatte (102) des Gehausebodens und der

AnschiuRstift (110) bzw. (119) mit der Gehausekappe (107) bzw. mit dem Stutzen (115)

entweder durch Schweiflen, Léten oder Kleben verbunden sind.

Vakuumdichtes Gehause (100) nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeich-

net, daf das Gehiuse kunststoffumspritzt ist.

Verfahren zur Herstellung eines vakuumdichten Gehéuses fur zweipolige Bauelemente mit

einem zweilagigen Gehauseboden (101) nach Anspruch 1, bestenend aus aus einem

Grundkérper (102), an dem ein Anschlustift (109) fixiert und der von einer Isolationslage

(103) bedeckt ist, mit einem Metallisierungsring (106), Kontaktfeldern (105), (105") wahl-

weise mit einem zusatzlichen Kontaktfeld (112), die auf der Isolationsschicht (103) ange-

ordnet sind, einer Durchkontaktisierungsmetallisierung (104), die den Grundkorper (102)

ankontaktiert und vom Kontaktfeld (105" uberlappt wird, einer Gehausekappe (107) oder

(114), auf der ein gekropft ausgefuhrter AnschluBstift (110) bzw. (119) fixiert ist, gekenn-

zeichnet durch folgende Verfahrensschritte:

. Drucken der Glaskeramikpaste mittels Siebdruckverfahrens zur Herstellung der Iso-
lationsschicht (103) auf einer Stahliplatte, die den metallischen Grundkérper (102) des
Gehausebodens (101) bildet;

+  Trocknen der aufgedruckten Paste;

. Drucken der Au-Paste zur Herstellung der Durchkontaktierungsmetallisierung (104);

«  Trocknen der aufgedruckten Paste;

. Gemeinsames Sintern der getrockneten Glaskeramikpastenschicht und der getrockne-
ten Au-Paste;

.« Wiederholen der der funf ersten ProzeRschritte auf dem gleichen Substrat, bis die
gewiinschte Gesamtschichtdicke der Glaskeramikbeschichtung erreicht wird;

«  Drucken der PdAg- oder PdAu-Leiterpaste mittels Siebdruckverfahren zur Herstellung
des Metallisierungsrings (106) und/oder der beiden Kontaktfelder (105) und (105') auf
die durch die Glaskeramikbeschichtung gebildete Isolationsschicht (103);

+  Trocknen der aufgedruckten Paste;

*  Sintern der getrockneten Paste;

Verfahren zum Herstellen eines Gehauses (100) nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-

net, daB anstelie einer Glaskeramikpaste eine ungebrannte (,grune‘) Glaskeramikfolie

verwendet wird, die durch Laminieren anstelle eines Siebdruckverfahrens auf das Stahl
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substrat aufgebracht und mit diesem versintert wird.

13. Verfahren zum Herstellen eines Gehauses (100) nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-
net, dal anstelle eines Beschichtungsprozesses mit Glaskeramikpaste ein bereits email-
liertes Stahlsubstrat verwendet wird.
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